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有機半導体素子を溶液プロセスによって作製する Printed Electronics 分野において、含フッ素溶

媒は有機半導体薄膜を溶解しないことから、重ね塗りに適した重要な材料の一つとなっている[1]。

しかし、含フッ素溶媒には、フルオロカーボン(FC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、ハイドロ

フルオロエーテル(HFE)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)等、多くの種類があり、それ

ぞれの含フッ素溶媒が有機半導体にどのような影響を与えるかについて系統的な研究はなされて

いなかった。含フッ素溶媒は、水や一般的な有機溶媒には混ざらず、“親フッ素性 (Fluorophilicity, 

PF)”の高い材料のみを溶解するという特徴を有しており、我々は 2010 年に HPLC による親フッ

素性の定量化方法を報告している[2]。そこで今回、我々は各種含フッ素溶媒の親フッ素性を測定

し、有機トランジスタ素子に与える影響との相関を評価した。その結果、溶媒の親フッ素性が高

い程、有機半導体へのダメージ性が低い傾向を確認したので、報告する。 

まず、各種試料溶媒をパーフルオロジメチ

ルシクロヘキサン/トルエンを用いて液液抽

出し、フッ素相/油相の分配係数から親フッ

素性 (PF)を算出した [3]。次に、各溶媒に

C10-DNBDT (Fig. 1) 有機単結晶トランジス

タを浸漬し、その前後でのキャリア移動度変

化率を測定した。その結果、溶媒の親フッ素

性(PF)が高い程、C10-DNBDT へ与えるダメ

ージが小さいことが明らかとなった(Fig. 2）。

これにより、有機半導体素子作製の際に使用

する含フッ素溶媒選択の指針が得られた。発

表では、閾電圧等の特性変化についても併せ

て報告する。 
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Figure 1. Molecular structure of C10-DNBDT 
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Figure 2. Transfer Curve of OTFT before/after immersing in 

fluorine-containing solvents (a) PF = 0.6, (b) PF = 12 
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